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【手続補正書】
【提出日】令和2年2月28日(2020.2.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｍ１、Ｍ２、およびＺを含むカルコパイライト型半導体であって、Ｍ１が、Ａｇ、Ｃｕ
およびＡｕからなる群より選ばれる少なくとも一種の元素であり、Ｍ２が、Ａｌ、Ｇａ、
ＩｎおよびＴｌからなる群より選ばれる少なくとも一種の元素であり、Ｚが、Ｓ、Ｓｅお
よびＴｅからなる群より選ばれる少なくとも一種の元素である半導体からなる一次半導体
ナノ粒子を、溶媒中に分散させた分散液を準備すること、
　前記分散液に、第１３族元素を含む化合物および第１６族元素の単体または第１６族元
素を含む化合物を加えて、前記一次半導体ナノ粒子の表面に、前記第１３族元素と前記第
１６族元素とからなる半導体の層を形成することを含み、
　前記分散液に占める粒子の割合が、例えば、０．０２質量％以上１質量％以下であり、
　前記半導体の層に含まれるすべての元素の原子数の合計を１００％としたときに、前記
第１３族元素および前記第１６族元素以外の元素の割合が５％以下である、半導体ナノ粒
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子の製造方法。
【請求項２】
　前記第１６族元素を含む化合物がジベンジルジスルフィドである請求項１に記載の半導
体ナノ粒子の製造方法。
【請求項３】
　前記分散液に、前記第１３族元素を含む化合物および前記第１６族元素の単体または前
記第１６族元素を含む化合物を加えた後、前記分散液を一定の速度で２００℃～２９０℃
の範囲内にあるピーク温度まで昇温させた後、前記ピーク温度にて一定時間保持すること
を含む、請求項１または２に記載の半導体ナノ粒子の製造方法。
【請求項４】
　前記第１６族元素の単体が硫黄の単体であり、前記ピーク温度にて前記分散液が保持さ
れる時間が４０分間以上６０分間以下である、請求項３に記載の半導体ナノ粒子の製造方
法。
【請求項５】
　前記分散液がｎ－テトラデシルアミンを含む、請求項１～４のいずれか１項に記載の半
導体ナノ粒子の製造方法。
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